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VSTUPNI CAST

Nazev komplexni ulohy/projektu

Aplikace s polovodi¢ovymi sou¢astkami

Kéd tlohy
18-u-4/AB58

Vyuzitelnost komplexni tlohy
Kategorie dosazeného vzdélani
M (EQF uroven 4)

Skupiny oboru

18 - Informatické obory
Vzdélavaci oblasti
26 - Elektrotechnika, telekomunikacni a vypocetni technika

Vazba na vzdélavaci modul(y)

Zaklady hardware

Skola

Stredni primyslova $kola a Vy$&i odborna $kola, Pisek, Karla Capka 402, Karla Capka, Pisek

Klic¢ové kompetence

Kompetence k uéeni, Kompetence k feSeni probléml

Datum vytvofeni

04. 05. 2019 14:03

Délka/Gasova narocnost - Odborné vzdélavani
16

Délka/Gasova narocnost - VSeobecné vzdélavani

Poznamka k délce ulohy
Ro¢nik(y)

1. roCnik, 2. ro€nik
Reseni Glohy
individualni, skupinové
Doporuceny pocet Zaku

2

Charakteristika/anotace

navrh a ovéfeni funkce vybranych aplikaci s polovodi¢ovymi soucéastkami:

« tranzistory (bipolarni, unipolarni, IGBT)



spinacimi prvky (tyristor, triak, diak)

JADRO ULOHY

Ocekavané vysledky uceni

Absolvovanim komplexni Glohy zak dosdhne néasledujicich vysledkl uceni:

definuje vlastnosti bipolarniho tranzistoru, unipolarniho tranzistoru, IGBT, spinacich prvku - tyristoru, triaku, diaku,
vybranych ¢islicovych obvodU;

spocita velikost odporu rezistort pro zadanou aplikaci s tranzistory a spinacimi prvky;

zvoli vhodny typ bipolarniho tranzistoru (npn nebo pnp, napétové, proudové a vykonové parametry, h-parametry)
konstrukéni fesenti;

zvoli vhodny typ tyristoru (napétové, proudové a vykonové parametry) konstrukéni fesent;

zvoli vhodny typ triaku (napétové, proudové a vykonové parametry) konstrukéni feent;

zvoli vhodny typ diaku (napétové, proudové a vykonové parametry) konstrukéni fesent;

zvoli vhodné obvodové feSeni pro zvySeni vystupniho vykonu vystupl mikropocitace.

Specifikace hlavnich ucebnich Cinnosti zakud/aktivit projektu v¢. doporué¢eného ¢asového rozvrhu

kresleni elektrického schématu: 1 h

vypocet vlastnosti rezistoru, kondenzatoru pro aplikaci bipolarniho tranzistoru, unipolarniho tranzistoru, IGBT,
spinacich prvk( - tyristoru, triaku, diaku: 1,5 h

zapojeni navrzeného schématu: 5x 1,5 h

vybér vhodnych méficich pfistroji, zméfeni vlastnosti obvodu, vypocty, kresleni graf(i: 5 x 1 h

zhodnoceni vysledkd méfeni a naslednych vypocta: 1 h

Metodicka doporuceni

dbat na spravné pouziti schématickych znacek;

ke kresleni pouzit Sablony nebo vhodny CAD systém, napt. program Profi CAD;

kontrolovat spravnost zapojeni obvodu s bipolarnim tranzistorem, unipolérnim tranzistorem, IGBT, spinacimi prvky -
tyristorem, triakem, diakem;

kontrolovat vybér spravnych typl tranzistort, spinacich prvkd dle typu aplikace;

kontrolovat vhodnost zakem vybranych pfistroji a spravnost zapojeni pfistroju pfi méfeni vlastnosti aplikace s
rezistory, kondenzatory, civkami;

dbat na spravné urceni vysledkll véetné poctu platnych mist vysledk( méreni a vypoctu;

kontrolovat spravnost zhodnoceni ovéreni vysledk( méfeni.

ZpUsob realizace

Nakresleni schématu zapojeni obvodu s rezistory, kondenzatory, bipolarnim tranzistorem, unipolarnim tranzistorem,
spinacimi prvky - tyristorem, triakem, diakem;

vypocty parametru rezistor(l, kondenzatoru pro kazdou aplikaci s bipolarnim tranzistorem, unipolarnim tranzistorem,
spinacimi prvky - tyristorem, triakem, diakem;

zapojeni aplikace s rezistory, kondenzéatory, bipolarnim tranzistorem, unipolarnim tranzistorem, spinacimi prvky -
tyristorem, triakem, diakem; dle schéma na nepajivém kontaktnim poli;

k zapojené aplikaci pfipojeni vhodnych méficich pfistrojii a zméfeni vlastnosti zapojeného obvodu;

provedeni vypoctu a nakresleni pozadovanych graf(;

zhodnoceni vysledkd méfeni a vypoctl;

Pomucky

Nepajivé pole pro zapojeni aplikace s rezistory, kondenzatory, bipolarnim tranzistorem, unipolarnim tranzistorem,
spinacimi prvky - tyristorem, triakem, diakem;

sada rezistorll, kondenzatord, tranzistord, tyristoru, triaku, diaku;

mefici pfistroje.

VYSTUPNI CAST

Popis a kvantifikace vSech planovanych vystupl

praktické procviceni

dle zadani ulohy ovéfi funkce obvodu s rezistory, kondenzatory, bipolarnim tranzistorem, unipolarnim tranzistorem,



spinacimi prvky - tyristorem, triakem, diakem;
« aplikace obvodovych prvki s bipolarnim tranzistorem, unipolarnim tranzistorem, spinacimi prvky - tyristorem,
triakem, diakem; dle schéma zapojeni na nepajivém kontaktnim poli.

Kritéria hodnoceni

hodnoceni kazdého z péti Ukold (max. 100 %) probiha dle nasledujicich 6 dil€ich kritérii:

« spravna volba typu tranzistoru (bipolarniho, unipolarniho, IGBT) nebo tyristoru nebo triaku nebo diaku): nalezeni v
katalogu a pfipadné potfebné vypocty: 0 % - 10 % (za kazdy spravné stanoveny parametr 2 %);

« zapojeni aplikace s vybranym typem tranzistoru nebo triakem nebo tyristorem nebo diakem: 0 % - 25 % (individualni
hodnoceni rozsahu zapojeni aplikace: 0 % - nezapojeno, 25 % - Uplné spravné zapojeni);

« vybér vhodnych pfistroji pro méfeni aplikace s diakem nebo tyristorem nebo triakem nebo vybranym typem
tranzistoru (bipolarniho, unipolarniho, IGBT) a jejich zapojeni: 0 % - 10 % (0 % neni vybran spravné zadny pfistroj,
5 % vybrana spravné polovina pfistroji; 10 % jsou vybrany spravné vSechny pfistroje (min. dva);

« spravné zméfeni vlastnosti aplikace s diakem nebo tyristorem nebo triakem nebo vybranym typem tranzistoru
(bipolarniho, unipolarniho, IGBT): 0 % - 25 % (individualni hodnoceni miry samostatnosti prace zéka: 0 % - méfeni
neprobéhlo; 25 % - méfeni probéhlo spravné a samostatné);

« Vvypocty, nakresleni grafli: 0 % - 20 % (individualni hodnoceni miry samostatnosti prace zaka pfi vypoctech a
kresleni grafli: 0 % - vypocty nebyly provedeny, grafy nebyly nakresleny; 5 % - postup vypoctu spravné, vysledky
chybné, grafy nebyly zpracovany; 10 % - postup vypoctu a vysledky spravné, grafy nebyly zpracovany; 15 % -
postup vypoctu a vysledky spravnég, grafy zpracovany chybné; 25 % - vypocty a grafy spravné a samostatné);

« zhodnoceni vysledkd méfeni: 0 % - chybné zhodnoceni; 5 % - ¢asteéné zhodnoceni; 10 % - spravné zhodnoceni
vysledku;

pfevod procentniho hodnoceni na znamku napf.:
(0-49) % nedostatecné
(50-62) % dostate¢née
o (63-75) % dobre
(76-88) % chvalitebné
(89-100) % vyborné

Doporucena literatura
Strasky. J.: Polovodicova technika |. Praha, SNTL, 2. vydani, 1976

Frank, H; Snejdar, V.: Principy a vlastnosti polovodi&ovych sou¢astek. Praha, SNTL, 1976
KrupiCkova. D.: Elektronika I, Projekt CZ.1.07/2.1.00/32.0045, Pisek, 2014

Bezdék. M.: Elektronika |, Kopp Ceské Budé&jovice 2003

Foit. J.; Hudec. L.: Sougastky moderni elektroniky, Vydavatelstvi CVUT, 1998

Poznamky
Obsahové upfesnéni
OV RVP - Odborné vzdélavani ve vztahu k RVP

Pilohy

o Pracovni-list Aplikace-tranzistorove-soucastky.docx



https://dev-nuvis.rails.cz//uploads/mov/attachment/attachment/79700/Pracovni-list_Aplikace-tranzistorove-soucastky.docx
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